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Графан – двумерный материал, который представляет собой полностью 

насыщенный углеводород. Углеводороды – простейшие соединения, состоящие из 

атомов углерода и водорода. Некоторые из них встречаются в природе в виде сырой 

нефти и природного газа. Другие синтезируются: полиэтилен и различные пластмассы. 

Все известные до сих пор углеводороды представляют собой молекулы, состоящие из 

углеродной основы с присоединенными атомами водорода. Основа может быть 

линейной цепью, кольцом или их комбинацией. Графан же является первым 

протяженным двумерным углеводородом с ковалентной связью. Все атомы углерода в 

нем находятся в гибридизации SP3, образуя гексагональную сеть, а атомы водорода 

связаны с углеродом по обе стороны плоскости попеременно (рис. 1) [1].  

  

 
Рисунок 1 – Структура графана 

 

Его получение было предсказано в 2006 году физиками Университета 

Пенсильвании, которые теоретически показали, что в результате взаимодействия 

графена с атомарным водородом может образоваться новое вещество с химической 

формулой CH [1]. На сегодняшний день существует всего один возможный метод 

получение графана – гидрирование различных форм углерода. В течение последних 10 

лет были рассмотрены различные способы синтеза графана: насыщение водородом 

нанотрубок [2-5], различных графеновых поверхностей [6] и объемных поверхностей 

[7], однако полученные структуры были не устойчивы, так как водород не 

интеркалирует в углерод из-за высокой энергии связи.  

В работах [1], [8], [9] и [10] были получены устойчивые структуры графана 

путем гидрирования однослойного графена изотопами водорода. Технология 

получения описана в статьях [9] и [10]: в вакуумной камере при давлении 10-6 мбар 

молекулярный водород пропускают через тонкий вольфрамовый капилляр, нагретый до 

3000 К. Водород диссоциирует и образуется его изотоп (тритий), который 

адсорбируется на поверхности графена.  
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Благодаря своему диэлектрическому свойству, доказанному экспериментальным 

путем [11], и своей структуре графан имеет большой потенциал использования в 

двумерной электронике, например, при производстве полевых транзисторов [1]. С 

появлением графана открылись новые возможности для создания печатных плат 

наноэлектронных схем непосредственно на листе нового материала с последующим 

формированием контактных площадок путем испарения водорода в требуемых 

участках с помощью лазера [12].  

Также данная структура представляет большой интерес для ученых в сфере 

ядерных исследований. Предполагается, что с помощью данной структуры можно 

размесить радиоактивные атомы водорода (трития) на углеродной пленке графена, 

чтобы в дальнейшем изучать полученный спектр. Таким образом снизятся затраты на 

проведение экспериментов и уменьшатся искажения в спектре, вызванные сложной 

конструкцией существующей исследовательской установки [13]. 
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